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【はじめに】我々はこれまでに、高速印刷への応用が可能な静電スプレー堆積(Electrostatic Spray 

Deposition: ESD)法を用いてポリマーブレンド膜を堆積し、低分子半導体と絶縁性ポリマーの垂直

相分離による良好な相分離界面を利用して OFETの作製を行なってきた[1]。また、低環境負荷溶

媒を用いて TIPS pentacene/PMMA OFETを作製し、分子レベルで平坦な相分離界面および優れた

トランジスタ特性を得ることに成功している[2]。そこで今回、他の低分子材料でも垂直相分離に

よる良好な界面形成および OFETの作製が出来るかを確認するために、Ph-BTBT-10を用いてポリ

マーブレンド OFETの作製を行なった。 

【実験】有機洗浄および UV/O3処理を施した SiO2/Si基板上に、ESD法により Ph-BTBT-10/PSブレ

ンド膜を堆積した。Ph-BTBT-10と PSのブレンド溶液は NMP(N-methylpyrrolidon)、酢酸ブチル、

アセトン(体積比 3:1:8)の混合溶媒に溶解させて作製した(Ph-BTBT-10:PS =0.016 wt%:0.12 wt%)。 

最後に、ブレンド膜上にソース・ドレイン電極(Au)を真空蒸着法により形成し、ボトムゲート・

トップコンタクト型の OFETを作製した。 

【結果】PSに対して直交性のあるドデカンを用いて Ph-BTBT-10のみをエッチングし、相分離界

面の形状を AFMにより観察した(Fig. 1)。その結果、ステップ/テラス構造を確認することがで

き、ステップの高さは約 4.5 nmであった．これは、Ph-BTBT-10の 2分子層に相当する高さであ

り，分子レベルで平坦な相分離界面であることが分かった。 

今後、Ph-BTBT-10/PS OFETの電気的特性に与えるブレンド溶液の作製条件や堆積条件の影響を調

べていく。 
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               Fig.1 Ph-BTBT-10/PSブレンド膜の偏光顕微鏡画像       Fig.2 Ph-BTBT-10のみをエッチング

したポリマーブレンド膜の AFM画

像 (相分離界面の形状) 
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